Re<OTCT/P?0 28 JAN 2005 



(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBEET DES 
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



(19) Weltorganisation fur geistiges Eigen turn 
Internationales Biiro 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum 
26. Februar 2004 (26.02.2004) 




PCT 



ill 



(10) Internationale YeroffenUichungsnummer 

WO 2004/017439 A2 



(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 51/20, 

21/768 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/002303 

(22) Internationales Anmeldedatum: 

9. Juli 2003 (09.07.2003) 



(DE). CLEMENS, Wolfgang [DE/DE]; Kornstrasse 
5, 90617 Puschendorf (DE). KNOBLOCH, Alexander, 
Friedrich [DE/DE]; Eschenstrasse 12, 91233 Neunkirchen 
(DE). 



(25) Einreichungssprache: 

(26) Veroffentlichungssprache: 



Deutsch 
Deutsch 



(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 Munchen 
(DE). 

(81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, US. 

(84) Bestimmungsstaaten ( regional): europaisches Patent (AT, 
BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, 
HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR). 



(30) Angaben zur Prioritat: 

102 34 646. 1 29. Juli 2002 (29.07.2002) DE 

VerofTentlicht: 

(71) Anmelder (fiiralle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von — ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu ver- 



US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; 
Wittelsbacheiplatz 2, 80333 Munchen (DE). 

(72) ErGnder;und 



offentlichen nach Erhalt des Berichts 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab- 
kiirzungen wird auf die Erkldrungen (''Guidance Notes on Co- 



(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): BERNDS, Adolf des and Abbreviations' ') am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
[DE/DE]; Adalbert-Stifter-Strasse 11, 91083 Baiersdorf PCT-Gazette verwiesen. 



(54) Title: ELECTRONIC COMPONENT COMPRISING PREDOMINANTLY ORGANIC FUNCTIONAL MATERIALS AND 
METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF 

(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHES BAUTEIL MIT VORWTEGEND ORGANISCHEN FUNKTIONSMATERIALIEN UND 
HERSTELLUNGSVERFAHREN DAZU 



O 




9>A 



(57) Abstract: The invention relates 
to an electronic component made of 
predominantly organic functional materials 
having improved through-plating. The 
through-plating is provided in the form of 
a free-standing elevation prior to application 
of the insulating layer. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung 
betrifft ein Elektronisches Bauteil aus vor- 
wiegend organischen Funktionsmaterialien 
mit verbesserter Durchkontaktierung. Die 
Durchkontaktierung wird vorliegend vor 
Aufbringung der isolierenden Schicht als 
freistehende Erhebung gebildet. 
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Beschreibung 

Elektronisches Bauteil mit vorwiegend organischen Funktions- 
materialien und Herstellungsverf ahren dazu 

5 

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit vorwie- 
gend organischen Funktionsmaterialien mit verbesserter Durch- 
kontaktierung . 

• 10 Es sind Bauelemente z.B. aus der GR2001P03239; 2001P20024 in 
der sogenannten „Polymerelektronik* bekannt. Damit ist die 
neue, nicht auf den traditionell bekannten halbleitenden Ma- 
terialien auf Silizium Basis, fufiende Elektronik aus im we- 
sentlichen organischen Materialien, insbesondere aus Schich- 

15 ten von organischen Kunststoffen (plastics) gemeint. Mit dem 
System zur Erzeugung von Durchkontaktierungen (Vias-Bildung) 
far die Polymerelektronik werden leitfahige Verbindungen zwi- 
schen Schichten in unterschiedlichen Bauelementebenen ermog- 
licht. Dabei durchdringt eine Durchkontaktierung eine oder 

20 mehrere isolierende oder halbleitende Zwischenschichten, also 
sogenannte „mittlere Funktionsschichten* . Diese Durchkontak- 
tierungen sind fttr die Herstellung logikf ahiger, integrierter 
Schaltungen essentielL. ' Sie konnen sowohl mit einer Druck- 
technik, als auch auf herkommlichem Weg mittels optischer Li- 

25 thographie erzeugt werden. Mit einem Druckverf ahren kann die- 
ser Prozessschritt in eine Massenf ertigung integriert werden, 
was vor allem bei der Herstellung von low-cost Artikeln es- 
sentiell ist. 

30 Bei der Produktion dieser Elektronikbauteile wird das vorwie- 
gend organische Material tiber Dttnnf ilmprozesse aufgetragen. 
Weil die dilnnen Filme eine hohe Empf indlichkeit gegenttber me- 
chanischer Beanspruchung und/oder chemischen LSsungsmittel 
haben, werden hohe Anf orderungen an die Prozesse zur Bildung 

35 der Durchkontaktierungen gestellt. Diese hohen Anf orderungen 
schlagen sich selbstverstandlich in den Produktionskosten 
nieder. Bislang werden Durchkontaktierungen auf den fertigen 
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dtinnen Schichten vorgenommen, wobei die Gefahr, dass die dOn- 
nen Schichten Schaden nehmen, sehr schwer wiegt, weil die 
Funktionalitat des gesamten Bauelements in Frage steht, so- 
bald eine der Funktionsschichten beschadigt ist. 



Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen massenproduktions- 
kompatiblen Prozess zur Herstellung zumindest einer Durchkon- 
taktierung zu schaffen, der den Eigenschaf ten der empfindli- 
chen dtinnen Schichten aus organischem Material Rechnung 
10 tragt. Aufierdem ist es Aufgabe der Erfindung, ein elektroni- 
sches Bauteil zu schaffen, das zumindest eine Durchkontaktie- 
rung hat, die vor der isolierenden Schicht aufgebracht wurde. 

Gegenstand der Erfindung ist daher ein elektronisches Bauteil 
15 mit vorwiegend organischen Funktionsschichten, das tlber zu- 
mindest eine Durchkontaktierung verfttgt, deren Querschnitts- 
profil so charakteristisch ist, dass man daran erkennen kann, 
dass vor dem Aufbringen zumindest einer mittleren Funktions- 
schicht zumindest eine untere Schicht lokal behandelt wurde. 
20 Aufierdem ist Gegenstand der Erfindung ein Verfahren zur Her- 
stellung zumindest einer Durchkontaktierung eines elektroni- 
schen Bauteils aus vorwiegend organischem Material, bei dem 
vor dem Aufbringen der isolierenden Schicht die Durchkontak- 
tierung gebildet wird. 

25 

Bislang werden Vias immer dadurch gebildet, dass in vorhande- 
ne Schichten durch Bohren, Wegatzen oder ubliche Methoden der 
Nicht-Vernetzung wie Lithographie, etc, Locher nachtraglich 
eingebracht werden, die dann mit leitendem Material zur Bil- 
30 dung der Durchkontaktierung aufgeftillt werden. Dabei ergibt 

sich meistens ein gleichbleibender Querschnitt der gebildeten 
Durchkontaktierung, der am fertigen Produkt mittels eines 
Querschnittprof ils charakteristisch und einfach erkennbar 



5 



ist. 



35 



Mit der hier erstmals vorgeschlagenen Methode, die Durchkon- 
taktierung (VIAS) auf dem Substrat, der leitenden und/oder 
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der halbleitenden Schicht, jedenfalls vor der durchzukontak- 
tierenden, also in der Regel der isolierenden, Schicht aufzu- 
bringen, werden Durchkontaktierungen geschaffen, die zumin- 
dest gemaB einiger Ausftihrungsf ormen ein Querschnittsprof il 
haben, das sich von unten nach oben verjtingt, vergleichbar 
mit einem Kegelstumpf . Die Konturen der Vias haben in der Re- 
gel auch eine fttr die Herstellungsart, z.B. Drucken, typische 
Form. Die nachf olgenden durchzukontaktierenden Schichten pas- 
sen sich urn die Vias herum weitgehend dieser Form an. Die 
Konturform ist z.B. nach einer Ausfiihrungsf orm - mikrosko- 
pisch betrachtet - nicht scharf gezogen und/oder sogar ge- 
zackt, wohingegen die Konturen der herkommlichen, durch nach- 
tragliche-s Bohren erhaltlichen Vias in der Regel scharfe Kon- 
turen haben. 

Die Vias werden nach einer Ausftihrungsf orm in der Gestalt 
freistehender Erhebungen gebildet. Die Durchkontaktierung ge- 
schieht dabei erst mit Aufbringen der dunnen und/oder isolie- 
renden Schicht. Von Vorteil ist, wenn die Oberflache der Vias 
rau ist fur den spateren Kontakt mit dem oberen Leiter. Wenn 
es sich bei der (n) isolierenden Schicht (en) urn (einen) dtin- 
ne(n) Film(e) handelt, entstehen die Durchkontaktierungen in 
der Folge automatisch, weil der Film aus organischem Material 
an den Durchkontaktierungspunkten, auch wenn die Erhebung 
nicht die ganze Dicke der Schicht hoch ist, aufbricht. Durch 
die so erzeugten Locher im isolierenden Film kann eine elekt- 
rische Verbindung zwischen den verschiedenen Ebenen eines 
elektronischen Bauelements erzeugt werden. Dabei konnen ent- 
weder die Locher erst nachtraglich mit einem leitfahigen Me- 
dium aufgefUllt werden, oder die zuerst auf gebrachten Durch- 
kontaktierungen sind bereits leitfahig. 

FUr den Fall, dass es sich nicht urn einen dtinnen Film han- 
delt, der selbstandig aufbricht, kann durch gezielte mechani- 
sche Behandlung ein Durchbruch an den Durchkontaktierungs- 
stellen erreicht werden* 
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In jedem Fall werden aber gemafi der Erfindung die Vias vor 
der mittlerem Funktionsschicht, also in der Regel einer iso- 
lierenden, Schicht aufgebracht und somit bleiben die empfind- 
lichen, vorzugsweise strukturierten Schichten von dem Prozess 
5 der Durchkontaktierung verschont. 

Der Begriff "organisches Material' 7 Oder " Funktionsmaterial" 
Oder * (Funktions-) Polymer 7 ' umfasst hier alle Arten von orga- 
nischen, metallorganischen und/oder organisch-anorganischen 

10 Kunststof f en (Hybride) , insbesondere die, die im Englischen 

z.B. mit "plastics" 'bezeichnet werden. Es handelt sich urn al- 
le Arten von Stoffen mit Ausnahme der Halbleiter, die die 
klassischen Transistoren bilden (Germanium, Silizium) , und 
der typischen metallischen Leiter. Eine Beschrankung im dog- 

15 matischen Sinn auf organisches Material als Kohlenstoff- 

enthaltendes Material ist demnach nicht vorgesehen, vielmehr 
ist auch an den breiten Einsatz von z.B. Siliconen gedacht. 
Weiterhin soil der Term keiner Beschrankung im Hinblick auf 
die Molektilgroiie, insbesondere auf polymere und/oder oligome- 

20 re Materialien unterliegen, sondern es ist durchaus auch der 
Einsatz von "small molecules" moglich. Der Wortbestandteil 
"polymer" im Funktionspolymer ist historisch bedingt und ent- 
halt insofern keine Aussage uber das Vorliegen einer tatsach- 
lich polymeren Verbindung. 

25 

Im Folgenden werden Ausftihrungsf ormen der Erfindung noch an- 
hand von Figuren naher erlautert, die, im Sinne einer besse- 
ren Verdeutlichung, Uberzeichnete beispielhaf te Querschnitts- 
profile zeigen. 

30 

Figur 1 zeigt ein TrSgersubstrat (z.B. eine PET-Folie) 1 mit 
den entsprechenden unteren Leiterbahnen 2 (z.B. Gold, Poly- 
anilin, PEDOT, Carbon Black, Graphit, Leitsilber) . 

35 Figur 2 zeigt zu dem Aufbau der Figur 1 die freistehende 

Durchkontaktierung 3, die auf einer unteren Leiterbahn und/ 
oder Schicht 2 aufgebracht wurde. Die Durchkontaktierung 3 
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ist beispielsweise durch eine Drucktechnik und/oder lithogra- 
phisch aufgebracht worden. Jede beliebige Herstellungsweise, 
die eine solche Durchkontaktierung 3 auf einer unteren 
Schicht 2 produziert, ist denkbar. Die Durchkontaktierung 3 
besteht z.B. aus Polyanilin, PEDOT, Carbon Black, Graphit, 
Leitsilber. Sie kann aber auch aus einem anderen leitenden 
oder nichtleitendem Material geschaffen sein. Die Form dieser 
Durchkontaktierung 3 kann z.B. turmfOrmig mit von unten nach 
oben sich verjungender Gestalt sein. Die Oberflache kann eine 
gewisse Rauhigkeit aufweisen, was die spatere Kontaktierung 
unterstUtzt. Da das Substrat 1 und die Leiterbahn (en) 2 in 
der Regel eine hohe mechanische Stabilitat haben, kann fur 
die Herstellung der Durchkontaktierung 3 ein Massenferti- 
gungsprozess problemlos eingesetzt werden. 

Figur 3 zeigt wieder denselben Aufbau in einer anderen Pro- 
zessstufe, wo bereits zwei weitere Schichten 4 und 5 aufge- 
bracht sind, die aus halbleitendem oder isolierendem Material 
bestehen konnen. Als Halbleiter kommt z.B. in Frage: Polyal- 
kylthiophen oder Polyfluoren, als Isolator z.B. Polyhydro- 
xystyrol, Polymethylmethacrylat oder Polystyrol. Die Durch- 
kontaktierung 3 durchstofit aufgrund ihrer Grofie und/oder ih- 
rer Beschaf f enheit die zwei mittleren Funktionsschichten 4,5 
und bildet soiait den erwiinschten Kontakt. 

In Figur 4 erkennt man die obere Leiterbahn 6 auf dem, aus 
den anderen Figuren bekannten Aufbau und es ist zu sehen, 
dass durch die Durchkontaktierung 3 eine leitende Verbindung 
zwischen der unteren Leiterbahn 2 und der oberen. Leiterbahn 6 
zustande kommt. 

In Figur 5 erkennt man den gleichen Schichtaufbau wie aus den 
Figuren 1-3, nur dass bei Figur 5 die beiden Funktionsschich- 
ten 4,5 auf eine Schicht 4 beschrSnkt sind. 
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In Figur 6 sind zwei solcher Aufbauten wie in Figur 5 ge- 
zeigt, wobei ein Aufbau urn 180 Grad gedreht ist, so dass die 
. jeweiligen Durchkontaktierungen 3 sich gegentiberstehen. 

5 In Figur 7 sind die beiden Aufbauten in Kontakt zueinander 
gebracht worden, wie es beispielsweise in einem Laminati- 
onsprozess geschieht. Dadurch bilden sowohl die jeweiligen 
Funktionsschichten 4,5 und die jeweiligen Vias eine Einheit 
und stellen die definierte elektrische Verbindung her. Die 
10 Form der dabei result ierenden Durchkontaktierung 3, die im 
Querschnittsprof il erkennbar ist, ist hier ein Hyperboloid, 
also die Form zweier „Kopf-Kopf m verknttpfter Kegelsttimpf e . 

In Figur 8 ist eine andere Art der Herstellung der Durchkon- 
15 taktierung gezeigt. Auf die untere Leiterbahn 2 wurde eine 
definierte Storstelle 7 auf gebracht. Diese kann sowohl aus 
leitfahigem als auch aus isolierendem Material bestehen. Des 
Weiteren kann die Storstelle 7 durch eine lokale chemische 
oder physikalische Behandlung entstanden sein. Die Formung 
20 des Durchkontakts 3 geschieht durch Aufreifien der Funktions- 
schicht(en) 4 an der StQrstelle 7 und nachf olgendes AuffUllen 
des Bereiches urn die Storstelle 7 herum mit leitfahigem Mate- 
rial der oberen Leiterbahn 6. 

25 Die Storstelle 7 bewirkt, dass um sie herum die nachf olgend • 
aufgebrachte (n) mittleren Funktionsschicht (en) 4,5 aufreiJit 
und/oder durch Nicht-Benetzen oder auf sonstigem Wege aus- 
bleibt, so dass ein Bereich um die Storstelle 7 entsteht, in 
dem die zu kontaktierende untere Schicht 2 bei der Bildung 

30 der oberen zu kontaktierenden Schicht 6 frei liegt. 

Die Kontaktierung der leitenden Schicht 2 mit der leitenden 
Schicht 6 funktioniert dadurch, dass der freigelegte Bereich 
auf der Schicht 2 grofier ist als die Storstelle 7. Deshalb 
35 kann die Storstelle 7 sowohl aus leitendem als auch isolie- 
rendem Material bestehen. 
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Die Durchkontaktierung 3 wird also in der Weise erzeugt, dass 
beim Aufbringen der Halbleiter- und Isolatorschicht die unte- 
re Leiterschicht 2 in Figur 1 lokal nicht benetzt wird, D.h. 
es werden am Ort der Vias bewusst Lbcher in den durchzukon- 
5 taktierenden Schichten erzeugt. Die eigentliche Durchkontak- 
tierung 3 erfolgt dann durch Aufftillen dieser Locher mit 
leitfahigem Material der oberen Leiterbahn 6. Das geschieht 
z.B. automatisch beim Aufbringen der Gate-Ebene. 

Das lokale Nichtbenetzen kann auch so geschehen, das dort be- 
wusst eine Storung erzeugt wird, an der der Film aufreifit und 
somit ein Loch bildet. Die Storung kann ein - durch Drucken - 
•aufgebrachtes Material sein, wobei die naturliche Form des 
Materials (Partikel) oder die erzeugte Form (Spitze) den Pro- 
zess des Aufreifiens untersttitzt . Eine weitere Moglichkeit fttr 
das lokale Nichtbenetzen umfasst, dass dort die physikalisch/ 
chemischen Eigenschaf ten der Oberf lache verandert werden. Die 
Veranderten physikalisch/ chemischen Eigenschaf ten konnen z.B. 
eine erhohte Oberf lachenenergie sein, wodurch es von vornher- 
ein zu keiner Benetzung dieser Stelle kommt, was wieder den 
gleichen Effekt, namlich die Lochbildung, zur Folge hat. Die 
erhohte Oberf lachenenergie ist z.B. durch Auf drucken einer 
chemischen LSsung (Losungsmittel, Saure, Base, einer reakti- 
ven Verbindung) und anschliefiendem Entfernen und/oder selbst- 
standigem Verdunsten moglich. 

Eine physikalische (lokale) Behandlung der unteren Funktions- 
schicht kann z.B. durch Aufrauung, Laserbestrahlung, Plasma- 
behandlung (z.B. Corona), UV-Bestrahlung, IR-Bestrahlung 
30 und/oder thermische Behandlung erfolgen. 

Ferner ist es moglich, lokal z.B. ein Material (Lack, 
Wachs...) auf zubringen, das nicht benetzende Eigenschaf ten 
hat oder die Benetzung verhindert (vergleich zu obigen Stor- 
35 stellen) . Dieses Material kann vor oder nach Aufbringung der 
Zwischenschichten wieder entfernt werden, wodurch an der 
Stelle der Durchkontaktierung ein Loch in der Deckschicht 
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vorhanden ist, das dann mit der leitfahigen Oberschicht ge- 
ftillt wird. 

Bei der Ausftthrungsf orm der Durchkontaktierung als Erhebung 
5 mit leitfahigem oder nicht leitfahigem Material kann sowohl 
die Spitze der Erhebung durch die Funktionsschicht „durchste- 
chen* als auch kurzer als die Dicke der Funktionsschicht 
sein, also eine einfache Erhebung, die nicht durch die Funk- 
tionsschicht durchgeht. In dem, auf die Bildung der Vias fol- 
io genden, Druckprozess der Gate Elektrode werden die leitenden 
Komponenten (untere und obere Schicht/Leiterbahn 2 und 6) so- 
wieso durch Druck in Kontakt gebracht, weil die Zwischen- 
schichten 4,5 vergleichsweise dtinn sind. 

15 Bei den schnellen Verarbeitungsgeschwindigkeiten eines Mas- 

senfertigungsprozesses ist eine mechanische Beanspruchung des 
Druckgutes auflerst kritisch und sollte nach MSglichkeit immer 
umgangen werden. Eine direkte Bearbeitung der isolierenden 
Schicht wiirde unkontrollierbare Def ektstellen verursachen. 

20 Durch die hier beschriebene M6glichkeit der Herstellung der 

Vias wird erstmals eine Integration der Durchkontaktierung in 
einen Massenf ertigungsprozess ermoglicht. 



25 
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Patent ansprtiche 

1. Elektronisches Bauteil mit vorwiegend organischen Funkti- 
onsschichten, das tiber zumindest eine Durchkontaktierung 
(3) verftigt, deren Querschnittsprof il (Figuren 1 bis 8) 
so charakteristisch ist, dass man daran erkennen kann, 
dass vor dem Aufbringen zumindest einer mittleren Funkti- 
onsschicht (4,5) zumindest eine untere Funktionsschicht 
(2) lokal behandelt wurde . 

2. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1, bei dem das Quer- 
schnittsprof il als Durchkontaktierung (3) eine freiste- 
hende Erhebung aus elektrisch leitfahigem oder nicht 
leitfahigem Material . zeigt . 

3. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2, bei dem das leit- 
fahige Material Polyanilin, Pedot, Carbon Black, Graphit, 
Leitsilber und/oder Metall und/oder eine Mischung hieraus 
umf asst . 

4. Elektronisches Bauteil nach Anspruch 2, bei dem die mitt- 
lere Funktionsschicht (4,5) und/oder das nichtleitende 
Material ein isolierendes Material wie Polyhydroxystyrol, 
Polymethylmethacrylat und/oder Polystyrol und/oder ein 
halbleitendes Material wie Polyalkylthiophen und/oder 
Polyfluoren und/oder eine Mischung hieraus umf asst. 

5. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche, bei dem die Oberflache der als Erhebung gebilde- 
ten Durchkontaktierung (3) eine Rauhigkeit hat, die eine 
sp&tere Kontaktierung untersttitzt. 

6. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche, bei dem das Querschnittsprof il eine chemische 
Behandlung zumindest einer unteren Funktionsschicht (2) 
zeigt. 
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7. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche, bei dem das Querschnittsprof il eine physikali- 
sche Behandlung zumindest einer unteren Funktionsschicht 
(2) zeigt. 

5 

8. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
spruche, bei dem das Querschnittsprof il auf der zumindest 
einen unteren Funktionsschicht eine lokale Storstelle (7) 
zeigt. 

10 

9. Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche, bei dem das Querschnittsprof il eine vorangegan- 
gene lokal begrenzte Veranderung der Oberf lachenenergie 
der unteren Funktionsschicht (2) zeigt, an der keine Be- 

15 netzung durch ein nachtraglich auf gebrachtes organisches 

Material einer folgenden mittleren Funktionsschicht (4,5) 
erf olgte . 



10 .Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
20 sprttche, bei dem ein lokal auf der unteren Funktions- 

schicht (2) auf gebrachtes Material (7) vor oder nach Auf- 
bringung der mittleren Funktionsschicht (4,5) wieder ent- 
fernt wird. 



25 11 .Elektronisches Bauteil nach einem der vorstehenden An- 
sprtiche, bei dem das Bauteil auf einem Kunststof f-Sub- 
strat aufgebaut ist, das eines der folgenden Materialien 
umfasst: PET, PP, PEN, Polyimid, Polyamid und/oder be- 
schichtetes Papier . 

30 

12.Verfahren zur Herstellung zumindest einer Durchkontaktie- 
rung eines elektronischen Bauteils aus vorwiegend organi- 
schem Material, bei dem vor dem Aufbringen der isolieren- 
den Schicht die Durchkontaktierung gebildet wird. 



35 
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13 .Verwendung eines Bauteils nach einem der AnsprUche 1 bis 
11 zur Herstellung von elektronischen lowest-cost Produk- 
ten, wie RFID-tags, Etiketten und/oder sonstiges. 



